
Fig. 2. PL spectra at room temperature. Peaks at 

365 nm and 730 nm correspond to PL from GaN 

and its second order. Shoulder at around 640 nm 

corresponds to PL from Ga0.70In0.30N underlayer. 
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［はじめに］現在，µ-LEDディスプレイ応用への観点から窒化ガリウムインジウム(GaInN)を用い

た赤色 LEDの製作が求められている[1]．しかし，高 In組成 GaInNは歪量子井戸におけるピエゾ

電界の影響による発光効率の低下[2]が問題となる．よって，Ga0.70In0.30N 下地層への GaInN 多重

量子井戸(MQWs)の RF-MBE成長を提案してきた[3]．しかしながら，MQWsでは格子緩和が発生

していると予測されるため，発光特性への影響を評価する必要がある．よって本研究では，

Ga1-xInxN/Ga1-yInyN(x>y) MQWsの RF-MBE成長を行い，障壁層の In組成と周期数に着目し，それ

らが発光特性へ及ぼす影響を評価した． 

［実験］MOVPE成長された GaNテンプレート基板を有機洗浄後，RF-MBEを用いて成長温度(熱

電対温度) 680Cで Ga0.70In0.30Nを 60分間成長した．その後，Ga1-xInxN/Ga1-yInyN(x>y) MQWsを 5

周期と 30周期成長させた．この際，In組成がそれぞれ x=0.45， y=0.30となるように Ga/Inフラ

ックス比，N ガス流量，RF パワーを調節した．比較試料として，GaN テンプレート上に

Ga1-xInxN/GaN MQWsを 5周期成長させた．この際，井戸層は Ga1-xInxN/Ga1-yInyN(x>y)成長と同条

件で成長させた．PL測定は He-Cdレーザー(325.0 nm，15 mW)を励起光源として用いた． 

［結果と考察］XRD θ-2θ測定の結果を Fig. 1.に示す．すべての試料でサテライトピークとみられ

る回折ピークが観察された．しかし，障壁層に GaInNを用いた場合は不明瞭であった．室温での

PLスペクトルを Fig. 2.に示す．Ga1-xInxN/GaN MQWsではピーク波長は 562 nmであった．これに

対し，Ga1-xInxN/Ga1-yInyN(x>y) MQWsでは 5周期では 588 nm，30周期では 740 nmとなり，周期

の増加による長波長化が観られた．障壁層の In組成の増加による長波長化は In組成引き込み効果

により井戸層に取り込まれる In組成の増加であると考えられる．更に，周期数の増加による長波

長化はMQWsでの格子緩和による In組成の増加だと考えられる ．また，サテライトピークが不

明瞭な上に，発光がブロードであることから，井戸層毎に In組成が異なっていることが示唆され

る[4,5]．以上の結果と XRD逆格子マッピング測定の結果を踏まえ発光特性などの包括的な議論を

行う．   

Fig. 1. XRD 2- patterns of 5 and 30 periods 

2-nm-thick Ga1-xInxN / 5-nm-thick Ga0.70In0.30N 

5 periods 2-nm-thick Ga1-xInxN / 5-nm-thick GaN 

MQWs. 
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